
















































































































专利名称(译) 用于具有双层金属图案的面内切换模式液晶显示装置的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 US8373834 公开(公告)日 2013-02-12

申请号 US13/566361 申请日 2012-08-03

[标]申请(专利权)人(译) KWON OH NAM

申请(专利权)人(译) KWON OH-NAM

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KWON OH NAM

发明人 KWON, OH-NAM

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1362

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/13458 H01L33/0041

优先权 1020030041166 2003-06-24 KR

其他公开文献 US20120301984A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

面内切换液晶显示装置的阵列基板除了其他特征之外，还包括栅电极和
栅极线，栅极线具有由第一阻挡层和第一低电阻金属层构成的第一双层
结构。定义具有栅极线的像素区域的数据线，该数据线具有由第二阻挡
层和第二低电阻金属层组成的第二双层结构;多个公共电极设置在与相邻
栅极线相反的方向上;薄膜晶体管（TFT）靠近栅极线和数据线的交叉
点，TFT的源极和漏极电极中的每一个具有与数据线相同的双层结构;多
个像素电极与公共电极交替排列，并设置在与相邻栅极线相对的方向
上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7cc31ea4-3aec-4e08-b772-d32409a3888e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033536216/publication/US8373834B2?q=US8373834B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8373834.PN.&OS=PN/8373834&RS=PN/8373834

